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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uktad do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym
zaptonem.

Dotychczas znane s3 reaktory plazmowe o matych gabarytach wykorzystujgce jednokanatowe
rurki o niewielkich $rednicach opisane przez M. Bashir, J, Rees, S. Bashir, W, Zimmerman w Micro-
plasma copolymerization of amine and Si containing precursors, Thin Solid Films, vol. 564, 2014, str.
186-194. Innym stosowanym rozwigzaniem sg kapilary szklane stosowane w medycynie opisane
przez J. Kim, V. Wei, Y. Li, S. Kim w 15-um-sized single-celular-level and cell-manipulatable micropla-
sma jet in cancer therapies, Biosensors and Bioelectronics vol. 26 nr 2. 2010, str. 555-559, jak row-
niez rozwigzania dysz plazmowych opisane przez K. Shimizu. H. Fukunaga, M. Blajan w Biomedical
applications of atmospheric microplasma Current Applied Physics, vol. 14, suppl. 2, 2014, str.
S154-S161 oraz nano-kapilary opisane przez R. Kakei, A. Ogino, F. Iwata, M. Nagatsu w Production
of ultra fine atmospheric pressure plasma jet with nano-capillary. Thin Solid Films, vol. 518, 2010,
str. 3457-3460.

Do wspomagania zaptonu w generatorach plazmy wykorzystuje sie rozwigzania polegajgce na
umieszczeniu w przestrzeni miedzyelektrodowej dodatkowej elektrody zaptonowej zasilanej napieciem
0 wysokiej czestotliwosci, opisane w polskim opisie patentowym nr 180 063. Innym sposobem zapew-
niania pewnego zaptonu jest wykorzystanie wiekszego napiecia dostarczanego z uktadu zasiania, tak
jak przedstawili to A. Czernichowski. T. Janowski. H. D. Stryczewska w artykule ,Electrical Suplying
Systems for Plasma Reactors” opublikowanym w 1994 r. w Acta Physica Universitatis Comenianne,
vol. XXXV (1), strony 95-102. Innym spotykanym rozwigzaniem jest wykorzystanie wyzszych harmo-
nicznych napiecia zasilajgcego elektrody robocze do zasilania elektrody zaptonowej za pomocg od-
powiedniej konfiguracji transformatorowego ukfadu zasilania. Rozwigzania takie zaprezentowat
G. Komarzyniec, H. D. Slryezewska, W. Janowski, J. Diatczyk w artykule pod tytutem ,Wpftyw elek-
trycznych parametrow uktadu zasilania na charakterystyki reaktorow plazmy tukowej”, opublikowanym
w Zeszytach Naukowych Politechniki Slaskiej — Nauki Techniczne — Elektryka. 2007, strony 37—44.

Istotg uktadu do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zaptonem skfadajgcym
sie ze Swiattowoddw, konektora. zrodta swiatta, Zrédta zasilania i elektrod jest to, ze zrédto Swiatta
potgczone jest za pomocg swiattowodu jednomodowego taperowanego z konektorem. Konektor pota-
czony jest ze Swiattowodem mikrostrukturalnym, do ktérego przymocowane sg dwie elektrody, ko-
rzystnie napylone na Swiattowdd mikrostrukturalny, oddzielone od siebie przestrzenig wytadowczg.
Elektrody zasilane sg za pomocg zrédta zasilania. Zrédtem $wiatta jest dioda superluminescencyjna
albo laser.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze uktad do generowania plazmy nietermicznej ze
wspomaganym zaptonem umozliwia wytworzenie niskotemperaturowej plazmy wewnagtrz wyrobdw,
ktérych struktura uniemozliwia plazmowa obrdbke powierzchniows.

Wynalazek zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na schematycznym rysunku.

Generowanie plazmy nietermicznej za pomocg zastrzeganego uktadu polega na tym, Zze przez
Swiattowdd 4 mikrostrukturalny, korzystnie z otworem w czesci centralnej, podaje sie gaz procesowy.
Ze zrédta zasilania 7 zasilane sg elektrody 5 przymocowane na powloce zewnetrznej swiattowodu 4
mikrostrukturalnego oddzielone od siebie przestrzenig wytadowczg 6. Ze Zrédta Swiatta 1 poprzez
Swiattowdd 2 jednomodowy taperowany na kohcu umieszczonym w konektorze 3 dostarcza sie do
Swiattowodu 4 mikrostrukturalnego promieniowanie optyczne wspomagajgce zapton wytadowania
nastepujgcy w przestrzeni 6 wytadowczej miedzy elektrodami 5 pod wptywem dostarczonego napiecia
zasilajgcego.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zaptonem sktadajgcy sie ze
Swiattowodow, konektora, zrédta Swiatta, Zrodta, zasilania i elektrod, znamienny tym, ze
zrédto (1) sSwiatta potgczone jest za pomocg Swiattowodu (2) jednomodowego taperowanego
z konektorem (3), zas konektor (3) potgczony jest ze Swiattowodem (4) mikrostrukturalnym,
do ktérego przymocowane sg dwie elektrody (5), korzystnie napylone na $wiattowdd (4) mi-
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krostrukturalny, oddzielone od siebie przestrzenig wyladowczg (6), natomiast elektrody (5)
zasilane sg za pomoca zrédta (7) zasilania.

2. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze zrédtem (1) swiatta jest dioda superluminescen-
cyjna.

3. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze zrédiem (1) swiatta jest laser.
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